Prechodova oblast pozorovana pristrojom IRIS:
Diagnostika z ¢iar Si IV a O IV
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Abstrakt

Vysetrili sme rovnovazne a nerovnovazZne podmienky formovania ¢iar Si IV, O IV a S IV
patriace prechodovej oblasti. Tieto ¢iary si pozorované v druhom UV kanali druZice Interface
Region Imaging Spectrograph (IRIS) vypustenej v roku 2013. Ciary Si IV si formované v
nizSom rozsahu teplot oproti ¢iaram O IV nezavisle na pocte vysokoenergetickych elektronov
charakterizovanych kappa-distribiciou. V ne-Maxwellovskych podmienkach charakterizo-
vanych hodnotami kappa v rozmedi 5 azZ 10 sua ¢iary Si IV na rozdiel od ¢iar O IV formované
vel’'mi nizko nad chromosférou. Takato situacia méZe byt v principe rozliiteI’'ndi pomocou
druZice IRIS. Zistili sme tieZ, Ze fotoexcitacia fotosférickym spektrom ma vyznamny vplyv na
formovanie ¢iar Si IV. Diagnostiku hustoty je mozné vykonat’ pomocou niektorych kombinacii
¢iar O IV nezavisle na type distribucie.



